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【はじめに】 ウルツ鉱型結晶である酸化亜鉛 (ZnO)半導体は，c 軸方向に沿って極性を有してお

り，その極性評価は電子構造をより良く理解するだけでなく，電子デバイスや化学デバイスへと

応用する上で重要である．我々はこれまでに，極性 [c(+), c(-)]に基づく電子状態を非破壊に調べ

るにあたり，硬X線と軟X線による光電子分光を測定し，価電子帯に特徴的に現れるスペクトル

形状に注目してきた.[1,2] これらの極性に関連するスペクトル変化の起源を更に検討するにあたり，

硬X線での水平直線偏光および垂直直線偏光を励起光とし，価電子帯スペクトルの偏光依存性を

評価したので報告する．

【実験】 ZnO(0001)と (0001)単結晶について測定を行った．硬X線光電子分光 (HAXPES)測定

は，SPring-8 BL15XUにて実施した．励起光は 6 keVとした．水平偏光 (H pol.)と，ダイヤモン

ド移相子を使用した垂直偏光 (V pol.)の両者において価電子帯スペクトルに注目し，その偏光依

存性を測定した．測定は室温で行った．また，比較として，GaN試料も測定した．
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図 1: ZnO(0001)単結晶試料におけ
る価電子帯スペクトルの偏光依存性
(hν = 6 keV)．

【結果】 図 1に，ZnO(0001)試料測定時の価電子帯スペク

トルの偏光依存性を示す．測定における直線偏光度 (P)は，

P = 1.0 (H pol.)および P = 0.7 (V pol.)[精度±5 %]であ

る．2つのスペクトルを比較すると，V pol.では H pol.と

比べてピーク強度が減少した．これは，V pol.での光イオ

ン断面積が小さくなるためである．次に，スペクトル形状に

偏光依存性が見られた．特に，5 ∼ 9 eVでの形状変化が顕

著であった．この結果は，GaN試料においても観察されて

おり，Zn 4s, Ga 4s の s 軌道成分によるものと考えられる．

DFT計算による局所状態密度をもとにスペクトルを再現し

た場合においても，実験結果と良く整合しており，当日は，

実験と計算を総括して，ZnOの電子状態を議論する．
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